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npn-transistori

pnp-transistori

upg = UBE + Upe
uce = Ucg + Uce
ip =Ip + 1y

ic = Ic + ic

lig| = lig| + lic|

UCE = UBE — UBC

Itseisarvomerkkeji ei tarvita,
jos suunnat valitaan kuvan
mukaisesti; IEC méirittelee
virtojen suunnat sisdénpéin.
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|Z'C| UEC = UEB — UCB

Itseisarvomerkkejd ei tarvita,
jos suunnat valitaan kuvan
mukaisesti; IEC méirittelee
virtojen suunnat sisdénpain.
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Saturaatioalue (SAT) ups > ugs — Ut ups < ugs — Up
Triodialue (TRI) ups < ugs — Ut upg > uags — Ut
Sulkutila (ip = 0) ugs < Us ugs > Ut
Johtavuustila ugs > U ugs < U
Kanavan jénnite ups > 0 ups <0
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